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[57]申請專利範圍
1.　一種具懸浮層的單晶矽板製法，其步驟包含有：提供一晶格方向為<111>的單晶矽基
板；於該單晶矽基板上表面進行高濃度雜質掺雜而形成一掺雜層；形成複數個蝕刻窗口

於該掺雜層，其中蝕刻窗口的延伸方向平行於<111>晶面；異向性蝕刻該單晶矽基板，
使該單晶矽基板內部形成一空穴，該掺雜層對應該空穴的區域形成一懸浮層。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之具懸浮層的單晶矽板製法，於該掺雜層形成複數個蝕刻窗

口的步驟中，由蝕刻窗口的深度決定該空穴的深度。

3.　如申請專利範圍第 1或 2項所述之具懸浮層的單晶矽板製法，該單晶矽基板由離子佈植
手段形成該掺雜層，該掺雜層的雜質濃度大於 1019 cm-3 。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之具懸浮層的單晶矽板製法，各蝕刻窗口可為三個直槽，三
個直槽的一端彼此連通，直槽的延伸方向平行於<111>晶面。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之具懸浮層的單晶矽板製法，該掺雜層包含選自氧、硼或硼

氟元素。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之具懸浮層的單晶矽板製法，於該掺雜層形成複數個蝕刻窗

口的步驟中，先在該掺雜層上形成一圖案化的阻擋層，由阻擋層決定出蝕刻窗口的形

狀，接著進行乾式蝕刻，未被阻擋層覆蓋的區域即形成所述蝕刻窗口。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之具懸浮層的單晶矽板製法，於掺雜層形成複數個蝕刻窗口

時，同時形成四個分離且相對設置的周邊蝕刻窗口。

8.　一種具懸浮層的單晶矽板結構，其包含有：一單晶矽基板，其晶向為<111>，該單晶矽
基板表面形成一掺雜層，該掺雜層形成有複數個蝕刻窗口，其中蝕刻窗口的延伸方向平

行於<111>晶面；以及一空穴，形成在該單晶矽基板內部，該掺雜層對應空穴的區域形

成一懸浮層，且該空穴連通蝕刻窗口。

9.　如申請專利範圍第 8項所述具懸浮層的單晶矽板結構，各蝕刻窗口可為三個直槽，三個
直槽的一端彼此連通。
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10.   如申請專利範圍第 8或 9項所述具懸浮層的單晶矽板結構，該掺雜層的雜質濃度大於

1019 cm-3 。
11.   如申請專利範圍第 10項所述具懸浮層的單晶矽板結構，該掺雜層包含選自氧、硼或硼氟

元素。

12.   一種微加熱器，其包含有：一單晶矽基板，其晶向為<111>，該單晶矽基板表面形成一掺

雜層，該掺雜層形成有複數個蝕刻窗口，其中蝕刻窗口的延伸方向平行於<111>晶面；
一空穴，形成在該單晶矽基板內部，該掺雜層對應空穴的區域形成一懸浮層，且該空穴

連通蝕刻窗口；以及兩相對設置的電極層，形成於該掺雜層表面且分別位於該懸浮層相

對兩端。

13.   如申請專利範圍第 12項所述之微加熱器，各蝕刻窗口可為三個直槽，三個直槽的一端彼
此連通。

圖式簡單說明

圖 1A~圖 1E：本發明製法單個蝕刻窗口流程示意圖。
圖 2A~圖 2C：本發明製法多個蝕刻窗口流程示意圖。
圖 3A~圖 3C：本發明製法多個蝕刻窗口流程示意圖。
圖 4A：微加熱器平面示意圖。
圖 4B：圖 4A剖視圖。
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